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О ДВОЙНИКАХ АЛМАЗА СИНТЕТИЧЕСКИХ БАЛЛАСОВ

В работах (\ 2) указывалось, что в синтетических алмазах типа баллас 
присутствуют двойники. В проведенном нами металлографическом и элек- 
тропномикроскопическом изучении синтетических балласов был тщательно 
рассмотрен характер этих образований.

Было обнаружено, что слагающие баллас алмазные кристаллиты пред­
ставляют, как правило, двойниковые (простые и полисинтетические) 
сростки. Плоскостью двойникования является плоскость (111), обычная 
для кристаллов с алмазной решеткой (3). Толщина двойниковых пласти­
нок 0,001—0,01 мм, количество их в пределах одного кристаллита достигает 
10 и более. Двойниковые швы обычно свободны от включений и становят­
ся заметными в полированных шлифах благодаря небольшой разнице в 
рельефе и отражательной способности соседних пластинок, а также раз­
личной ориентировке включений (рис. 1). Плоскости двойникования (а 
следовательно, и сами пластинки) в большинстве своем ориентированы 
радиально и часто прослеживаются от центра балласа до его поверхности. 
Рост каждого кристаллита завершается образованием мелких двойниковых 
кристаллов октаэдрического и кубоктаэдрического облика (рис. 2). Неко­
торые двойники сохраняют на поверхности полисинтетический характер 

' (рис. 3).
На основании проделанного исследования можно заключить, что алма­

зы типа баллас, синтезированные из графита, состоят почти целиком из 
топко сдвойникованных радиально-лучистых кристаллов.

Намечается большое сходство в механизме роста кристаллитов синте­
тического балласа с механизмом роста дендритов кремния и германия 
(4, ’), у которых дендриты сдвойникованы также по плоскостям (111). Рос­
товыми направлениями являются направления [211] или симметричные 
им направления [121] и [112], лежащие в плоскостях (111).
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Рис. 1. Полисинтетически сдвойпиковапные кристаллиты 
искусственных балласов. Полированный шлиф, ЗООх

Рис. 2. Сростки сдвойиикованных кристаллов 
на поверхности балласа, 3000Х (сканирую­
щий электронный микроскоп, напылено зо­

лотом)

Рис. 3. Полисинтетический двойник на по­
верхности балласа, 9000 X (сканирующий 
электронный микроскоп, напылено золотом)

ДАН, т. 208, 4. Л, Ф. Верещагин и др.


